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Inventia se refera la electronica corpului solid, tehnica electronicd, la elaborarea diverselor elemente electronice:
convertoarelor de frecventd, tranzistorilor, senzorilor termici etc.

Obiectele mezoscopice bine separate unul de altul in matrice izolatoare prezinta modele ideale de sisteme electronice in
volum dimensional limitate. Luand in considerare procesele ondulatorii electronice in fenomenele de transport pot fi
evidentiate dimensiunile de limitd ale aparatelor, care folosesc transferul clasic de sarcind. Structurile electronice
corespunzatoare confectionate prin tehnologii sofisticate pot fi utilizate in calitate de convertoare de diferitd menire,
tranzistori, sensori termici etc.

Sunt cunoscute cateva procedee de fabricare a monocristalelor microdimensionale [1, 2, 3]. Unele din care sunt
procedee de fabricare a obiectelor cvasi “zerodimensionale” fabricate in matrice dielectrica transparenta.

Bismutul, fiind material anizotrop, in stare microdispersata nu s-a putut obtine prin asa procedeu. in acelasi timp
prezinta dificultéti esentiale si problema fabricarii “globulelor” de aceleasi dimensiuni §i obtinerea unui ansamblu
monodispersat de particule [1].

Ulterior in procesul de cercetare este necesar de a cunoaste si numarul “globulelor” in matrice, ceea ce este imposibil de
realizat prin procedeul sus-mentionat.

Structurile semiconductoare de tipul CuBr, CuCl vitrificate in matrice de sticla silicioasa se obtin astfel: in componenta
initiald a sticlei silicioase se introduc compusi ai cuprului si clorului in cantitate de circa 1%, dupa care masa obtinuta se
supune incdlzirii la temperaturd inalta. Ca rezultat al disociatiei de faza a solutiei solide suprasaturate, ce are loc in
matrice in procesul tratdrii termice a sticlei, se formeaza faza cristalind monodispersd de CuCl. Cresterea cristalelor
semiconductoare in matrice de sticld oferd posibilitatea de a obtine monocristale de dimensiuni programate anterior in
limitele largi de la zeci pana la sute si chiar mai multe de A (angstremi) prin variatia conditiilor tratamentului termic
(temperaturii si timpului). Particulele fazei semiconductoare in procesul tratarii termice se afld in stare lichida, deoarece
temperatura de topire a cristalelor CuCl este de 440°C, iar datoritd tensiunii superficiale au forma aproape sferica.
Astfel, au fost obtinute mostre de formi sfericd cu diametrul de la 400 pana la 20 A. Dar dispersia particulelor dupi
dimensiuni provoacd dificultati esentiale la interpretarea rezultatelor si mai ales a largimii liniilor de absorbtie a
exitonilor. Procedeul poate fi aplicat la elementele, ce formeaza saruri care apoi pot fi dizolvate.

Este cunoscut de asemenea procedeul de fabricare a monocristalelor de forma sferica din metale usor fuzibile prin
incdlzirea franturilor mici (bulgarasi) si cristalizarea topiturii pe suport [4].

Dezavantajul consta in aceea ca se obtin monocristale metalice de forma sferica, dimensiunile carora depasesc 100-200
pm.

Problema pe care o rezolva inventia este elaborarea tehnologiei de fabricare din bismut a monocristalelor microdimen-
sionale de forma sferica cu un anumit diametru (mai mic de 10 pm) in matrice de sticla prin intermediul unui procedeu
tehnologic simplu cu accesibilitate larga.

Procedeul, conform inventiei inlatura dezavantajele mentionate mai sus prin aceea cd pe un suport din cuart se fixeaza
un fir din bismut si/sau compusii lui cu Invelis din sticld, suportul se deplaseaza in plan orizontal, concomitent firul se
incalzeste cu un fascicul laser pana la o temperatura ce depaseste temperatura de topire.

Sub actiunea fortelor tensiunii superficiale picdtura de substantd in stare lichida se comprima si tinde spre o forma
sferica perfectd. Totodatd, picatura impinge sticla adiacentd inmuiatd in intervalul dintre picaturile cristalizabile.
Regland viteza miscarii uniforme a suportului, precum si a firului pot fi obtinute probe monocristaline de forma sferica
din Bi, Bi, Tey, Bijx Sby, Bij4 Sn,, Sn de diferite diametre de la 0,5 la 10 pm cu o distantd programati intre
microfirele din matricea de sticla.

Procedeul se realizeaza in felul urmator: prin metoda Ulitoscky se confectioneaza fire subtiri monocristaline de bismut
in invelis de sticla cu un aumit diametru al firului si grosime a invelisului si cu o lungime de circa 5-10 cm.

Proba se fixeaza pe un suport transparent din cuart, care se poate deplasa cu o viteza determinata in plan orizontal.
Proba cristalind introdusa in invelis de sticlad prin intermediul unui fascicul lazer focalizat (laser LTN-101, lungimea de
undd 1064,1 nm, puterea 63 W) se incélzeste pana la o temperaturd ce depaseste temperatura de topire a substantei.
Diametrul fasciculului focusat pe planul suportului este de circa 70 pm. Suportul pe care se fixeaza proba se deplaseaza
uniform in directie orizontald altfel incat fasciculul laser sa alunece de-a lungul axei firului monocristalin cu viteza data.
Acest proces asigura formarea probelor monocristaline de forma sferica diametrele carora si distanta dintre ele se
regleaza prin variatia vitezei de deplasare a fasciculului laser §i prin raportul initial dintre diametrul firului i grosimea
invelisului de sticla.

Exemplu derealizare

Proba monocristalind de bismut de forma cilindricd cu diametrul d = 2,5 pm introdusa in invelis de sticla (sticla pirex)
cu diametrul invelisului de 20 pm si lungimea de 5 cm, se pune pe un suport de cuart, iar capetele ei se incleie.
Diametrul fasciculului focalizat in planul suportului este de circa 100 pm. Suportul cu proba fixata pe el se deplaseaza
cu viteza de 5 mm/s. Sub actiunea radiatiei laser monocristalul se incalzeste local pana la o temperatura ce depaseste
temperatura de topire a bismutului. Ca rezultat al cristlizarii picaturilor cu un volum minuscul (micropicaturilor) au fost
obtinute 12 microsfere cu diametrul 3+0,3 pm in matrice de sticla.

Nr. d, um D, um V, cm/s dy, pm [, mm
1 5 22 0,5 0,5 7
2 5 22 0,8 6,5 10
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3 10 25 0,5 12 5
4 3 18 0,5 3,8 5
5 2 18 0,5 2,3 7

Unde:

d, pm - diametrul initial al firului monocristalin;

D, pm - diametrul invelisului de sticld;
V, cm/s - viteza deplasarii fasciculului de-a lungul axei firului;
dy, Mm - diametrul sferelor obtinute;

[, mm - distanta intre sfere in matricea de sticla
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